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1．はじめに   
通常構造の有機発光ダイオード (OLED)と積層構造を逆にした逆構造OLEDは，アルカリ金属等の
反応性の高い材料を用いないため大気安定性が期待できる．しかし，逆構造OLEDでは，陰極として
用いる金属酸化物から発光層への電子注入障壁が大きいため，高効率化のためには適当な電子注入層
を陰極-発光層間に挟む必要がある．最近，逆構造OLEDの陰極に隣接した有機層に塩基性材料を添加
することで有機材料―塩基性材料間に水素結合が形成され、それにより発光層への電子注入障壁が低
減できることが報告されている[1]． 

本研究では塗布法により作製した逆構造高分子発光ダイオード(逆構造PLED)においても，塩基性材
料を陰極表面に製膜することにより高効率化が実現できたので報告する． 

2．実験  
Fig. 1に示す塩基性材料1,5-diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene (DBN)，電子
輸送性材料spB-BPy2，蛍光材料Super Yellowを用いて，ITO (150 nm)/ 

ZnO / DBN / spB-BPy2 (20 nm) /Super Yellow (100 nm) /MoO3 (10 nm)/Al 

(50 nm) なる素子構造の逆構造PLEDを作製し，封止剤により封止し
た．素子面積は4 mm2，()内は膜厚である．電流密度-電圧特性測定には
Keithley 2611，輝度測定にはKonica Minolta CS-200を用いた．なお，す
べての測定は大気中で行った． 

3．結果 
作製した逆構造 PLEDの電流効率-電流密度特性を Fig. 2に示す．
比較のため，DBNを用いずに作製した逆構造 PLEDの測定結果も同
図中に示す．DBNを用いない素子の最高電流効率が 1.21 cd/Aであったのに対し，DBNを用いた素子
の最高電流効率は 6.97 cd/Aと大幅な効率の向上が見られた． 

Fig. 3に，これら逆構造 PLEDの電流密度-輝度-電圧特性を示す．DBNを製膜することにより，電
流密度が約 2桁低下し，発光閾値電圧も増大していることから水素結合形成による電子注入障壁低減
とは異なるメカニズムで高効率化が実現されていることが示唆される． 

当日は，他の電子輸送性材料を用いた逆構造 PLEDについても報告するとともに，高効率化のメカ
ニズムについて議論する予定である． 
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Fig．2 Current efficiency of inverted PLEDs. Fig．3 J-L-V characteristics of inverted PLEDs. 

Fig．1 Chemical structure of the materials 
used in inverted PLEDs. 
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